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【はじめに】キャリア選択型コンタクト(CSC)太陽委電池の製造過程において TCO 堆積に使用す

る反応性プラズマ蒸着法(RPD)は、SiO2/Si構造に界面及び界面近傍に 10
12㎝-2

 eV
-1程度の欠陥を導

入し、少数キャリア寿命を低下させる[1]。これら RPD 誘起欠陥に対し、我々は DLTS 測定からミ

ッドギャップに欠陥準位を持つ欠陥が複数導入され、その特性値からこれらの一部が再結合中心

であることを報告してきた[2]。しかし、RPD 誘起欠陥の欠陥特性値評価を行い SRH 再結合によ

るキャリア寿命低下を説明するには、従来 DLTS では議論が困難な界面欠陥と界面近傍欠陥の両

方を考慮した新たな解析モデルが必要である。さらに、本系のような欠陥特性値の近い場合では、

測定でそれら欠陥信号全てを単一の欠陥ごとに分離することは困難である。 

 本研究では、欠陥特性値の連続性を考慮に入れた DLTS スペクトルの回帰的解析による信号分

離及び欠陥特性値評価を行った。ここで、回帰的解析には、ベイズ最適化を使用し、欠陥準位、

捕獲断面積、過渡応答強度をパラメータとした。 

【実験】RPD 誘起欠陥の DLTS スペクトルを得るため、Cz n 型及び p 型 Si(100)基板を使用し、

Al/SiO2/Si/Al MOSダイオードを作製した。熱酸化により SiO2層(約 12 nm)を形成し、RPD法によ

り酸化膜上にインジウム添加スズ酸化物（ITO）を堆積させた。HCl を用いて ITO をエッチング

し、Al電極を抵抗加熱蒸着により堆積した。 

測定から得られた DLTS スペクトルに対して回帰解析を行った。最適化するパラメータである

欠陥特性値を使用して理論曲線を生成し、目的となる DLTS スペクトルとの信号強度差、ピーク

頂点温度差を評価値として使用した。ここで、各パ

ラメータの感度を補正するため、理論曲線パラメー

タである捕獲断面積は対数を取った値をパラメータ

として使用し、評価値においては、強度差、ピーク

温度差の arctanを取り足し合わせた。 

【結果】試行回数事前学習 100回、試行回数 1000回

で得られた結果を示す。測定値データを構成する特

性値は、欠陥絶対値の誤差範囲が準位約で 90％、の

捕獲断面積で約 70％範囲まで最適化した。以上得ら

れた結果より、これら欠陥は、再結合中心として機

能するものと考えられる。 
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図：回帰解析結果 
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